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Introduction générale

Les transistors en couches minces a base de polysilicium et nanosilicium, connus sous
leur acronyme anglais TFT en poly- et nc-Si (Polycrystalline and Nanocrystalline Silicon
Thin Film Transistors) sont de nos jours établis comme faisant partie d’un développement de
technologies a colit peu élevé pour de larges applications dans le domaine de Ia

microélectronique.

Différentes applications sont apparues suite aux possibilités qu'offre le savoir-faire
accumulé dans la micro ¢lectronique. L'une des principales applications qui a trouvé un grand
essor se situe dans les écrans plats 4 cristaux liquides et & matrice active (AMLCD) (Active
Matrix Liquid Crystal Displays), et il se trouve que les transistors en couche mince a base de
matériaux du silicium sont parfaitement adaptés a une telle utilisation. En effet, ces transistors
sont des dispositifs de premiére importance, lorsqu’il s’agit de piloter des matrices des écrans
plats ou ils sont appelés & remplacer les TFTs en silicium amorphe, en raison d’ une durée de

vie des porteurs plus importante.

L'intérét et le choix de ce genre de matériav pour la réalisation du canal de ce tvpe de
transistors est lié¢ de fagon directe & leurs performances électriques, vu que dans la majorité
des modeles de conduction, les propriétés de ce matériau tiennent compte d’une stucture

particuliere a base de grains et de joints de grains.

Les divers TFTs peuvent étre intégrés directement sur le substrat en verre gréce a la
facilité de dépodt du polysilicium et du nanosilicium, en donnant de meilleures performances
electriques par rapport au Silicium amorphe (a-Si). 1l est ainsi primordial de maitriser les

propriétés électriques de ce semi-conducteur.

Le développement et les applications de ce matériau dépendent de I'amélioration de
ses performances, essentiellement électriques. Ces performances dépendent de !influence

directe des conditions initiales d'obtention et d'un éventuel traitement ultérieur du film.
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Un large domaine de recherche s'est ouvert aliant de l'effet des méthodes et conditions
de dépot sur la structure finale des films, en passant également par le comportement électrique

de ce matériau qui différe dans un grand nombre de points du silicium monocristallin.

Nous nous intéressons dans ce travail a la modélisation analytique de la tension de
seull en considérant une variété de morphologies du canal en silicium. Ce mémoire est

structuré en trois chapitres comme suit :

Dans le premier chapitre, nous présentons un état de I’art sur les technologies MOS
afin de montrer I'intérét qu’elles suscitent pour les TFT. Les différentes caractéristiques

électriques relatives a la technologie SOI font aussi I'objet de ce chapitre.

Dans le second chapitre, nous abordons les propriétés morphologiques et structurales
du silicium polycristallin et nanocristallin. Une description détaillée du TFT 4 base de

silicium polycristallin et nanocristallin est aussi présentée.

Dans le troisieme chapitre, nous évoquerons le travail réalisé dans le cadre de cette
recherche, en I’occurrence, la modélisation de la tension de seuil d’un TFT a canal en silicium
type p. Selon la morphologie du canal, plusieurs parameétres physiques seront pris en charge

dans la modélisation de la tension de seuil.

















































































































































































































































































































































